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® Beleuchtungseinrichtung fur Fahrzeuge 

© Die Beleuchtungseinrichtung weist eine Vielzahl von in 
einer Matrix verteilt angeordneten Halbleiterlichtquelten 
(10) auf. In der Matrix sind unterschiedliche Teilbereiche 
(22, 24, 26, 28)) definiert, in denen Teilmengen der Halb- 
leiterlichtquellen (10) angeordnet sind, wobei die Halblei- 
terlichtquellen (10) der unterschiedlichen Teilbereiche. 
(22, 24, 26, 28) unabhangig voneinander betreibbar sind. 
Im Strahlengang des von den Halbleiterlichtquellen (10) 
ausgesandten Lichts sind eine Blende (16) und eine Linse 
(14) angeordnet. Durch die Halbleiterlichtquellen (10) 
wird in einem ersten Teilbereich (22) ein asymmetrisches 
Abblendlichtbundel erzeugt, in einem zweiten Teilbereich 
(24) ein Fernlichtbundel, in einem dritten Teilbereich (26) 
ein Nebellichtbundel und in vierten Teilbereichen (28) 
werden einseitig gerichtete Kurvenlichtbundel erzeugt. 
Durch Betrieb der Halbleiterlichtquellen (10) des entspre- 
chenden Teilbereichs (22, 24, 26, 28) kann auf einfache 
Weise zwischen den verschiedenen Lichtfunktionen um- 
[ geschaltet werden. 
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Beschrcibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einer Beleuchtungseinrich- 5 
tung fur Fahrzeuge nach der Gattung des Anspruchs 1. 

Eine solche Beleuchtungseinrichtung ist durch die 
DE 42 28 895 Al bekannt. Diese Beleuchtungseinrichtung 
weist eine Vielzahl von in einer Matrix angeordneten Halb- 
leiterlichtqueUen auf. Im Strahlengang des von den Halblei- 10 
terlichtquellen ausgesandten Lichts ist ein optisch wirksa- 
mes Element in Form einer Scheibe angeordnet, die optische 
Profile in makroskopischer GroBe in Form von Linsen oder 
Prismen oder in mikroskopischer GroBe in Form eines Beu- 
gungsgitters aufweist. Durch die optischen Profile in makro- 15 
skopischer GroBe wird erreicht, daB das aus der Beleuch- 
tungseinrichtung austretende Lichtbundel eine bestimmte 
CharakterisUk aufweist. Die HalbleiterlichtqueUen senden 
Licht unterschiedlicher Farben aus, wobei jede Halbleiter- 
lichtquelle nur Licht einer Farbe aussendet. Durch die opti- 20 
schen Profile in mikroskopischer GroBe wird eine Mischung 
des von den verschiedenen HalbleiterlichtqueUen ausge- 
sandten Lichts erreicht, so daB das aus der Beleuchtungsein- 
richtung austretende Licht eine einheitliche, beispielsweise 
weiBe Farbe aufweist. Die Beleuchtungseinrichtung ist je- 25 
doch nur fur eine Funktion einsetzbar, da das aus dieser aus- 
tretende Lichtbundel immer dieselbe Charakteristik auf- 
weist. Unter dem Begriff der Charakteristik des Lichtbun- 
dels wird dabei dessen Lichtfarbe, dessen Richtung, Reich- 
weite, Streubreite und die durch dieses erzeugte Beleuch- 30 
tungsstarkeverteilung zusammengefasst. 



Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Beleuchtungseinrichtung mit den 35 
Merkmalen gemaB Anspruch 1 hat demgegenuber den Vor- 
teil, daB durch den Betrieb von unterschiedlichen Teilmen- 
gen der HalbleiterlichtqueUen die Charakteristik des aus der 
Beleuchtungseinrichtung austretenden Lichtbundels veran- 
dert werden kann, so daB diese fur verschiedene Funktionen 40 
verwendbar ist. 

In den abhangigen Anspruchen sind vorteilhafte Ausge- 
staltungen und Weiterbildungen der erfindungsgemaBen Be- 
leuchtungseinrichtung angegeben. Die Ausbildung gemaB 
Anspruch 3 ermdglicht die Aussendung von Lichtbundeln 45 
unterschiedlicher Lichtfarbe, so daB die Beleuchtungsein- 
richtung beispielsweise fur unterschiedliche Signalfunktio- 
nen oder fur eine Signalfunktion und als Scheinwerfer ver- 
wendet werden kann. Die Ausbildung gemaB Anspruch 5 er- 
moglicht die Verwendung der Beleuchtungseinrichtung als 50 
Scheinwerfer mit starker Beleuchtung des Fernbereichs vor 
dem Fahrzeug. Die Ausbildung gemaB Anspruch 6 ermog- 
licht die Verwendung der Beleuchtungseinrichtung als 
Scheinwerfer mit breiter Ausleuchtung vor dem Fahrzeug, 
was insbesondere bei geringer Geschwindigkeit, beispiels- 55 
weise im Stadtverkehr, und/oder bei geringer Sichtweite wie 
beispielsweise bei Nebel vorteilhaft ist. Die Ausbildung ge- 
maB Anspruch 7 ermogUcht die Verwendung der Beleuch- 
tungseinrichtung als Scheinwerfer mit einseitig ausgerichte- 
ter Beleuchtung vor dem Fahrzeug, was insbesondere bei 60 
Kurvenfahrt oder bei einem Abbiegevorgang des Fahrzeues 
vorteilhaft ist. 6 



Zeichnung 

Mehrere Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschrei- 
bung naher erlautert. Es zeigen Fig. 1 eine Beleuchtungsein- 
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richtung fur Fahrzeuge in schemaUscher Darstellung, Fig. 2 
eine Matrix von HalbleiterlichtqueUen der Beleuchtungsein- 
richtung gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel, Fig. 3 
eine Matrix von HalbleiterlichtqueUen gemaB einem zwei- 
ten Ausfuhrungsbeispiel, Fig. 4 einen vor der Beleuchtungs- 
einrichtung angeordneten MeBschirm bei der Beleuchtung 
durch von der Beleuchtungseinrichtung ausgesandtes Licht, 
Fig. 5 eine HalbleiterUchtqueUe gemaB einer ersten Ausfiih- 
rungsform, Fig. 6 eine HalbleiterUchtqueUe gemaB einer 
zweiten Ausfuhrungsform und Fig. 7 eine HalbleiterUcht- 
queUe gemaB einer dritten Ausfuhrungsform. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

In Fig. 1 ist eine Beleuchtungseinrichtung fur Fahrzeuge, 
insbesondere Kraftfahrzeuge dargesteUt. Die Beleuchtungs- 
einrichtung ist am Frontende des Fahrzeugs angeordnet und 
wird vorzugsweise als Scheinwerfer verwendet, wobei zwei 
im wesentUchen gleich ausgebildete Beleuchtungseinrich- 
tungen am Frontende wie iibliche Scheinwerfer angeordnet 
sind. Die Beleuchtungseinrichtung weist eine Vielzahl von 
HalbleiterUchtqueUen 10 auf, die in einer Matrix verteilt an- 
geordnet sind. Es kann dabei ein Tragerelement 12 vorgese- 
hen sein, auf dem die HalbleiterlichtqueUen 10 gehalten und 
elektrisch kontaktiert sind. Die HalbleiterUchtqueUen 10 
konnen zumindest annahernd in einer Ebene angeordnet 
sein oder uber eine konkav gekrummte Flache oder eine ge- 
stufte Flache verteilt. Die Flache kann beispielsweise eine 
etwa spharische Krummung aufweisen. Im Strahlengang 
des von den HalbleiterUchtqueUen ausgesandten Lichts ist 
ein optisch wirksames Element 14 in Form einer Sammel- 
Unse angeordnet. Durch die SammeUinse 14 wird das von 
den HalbleiterUchtqueUen 10 ausgesandte und durch die 
SammeUinse 14 hindurchtretende Licht gebiindelt, so daB 
dieses mit einer bestimmten Charakteristik aus der Beleuch- 
tungseinrichtung austritt. Zwischen den HalbleiterUchtquel- 
len 10 und der SammeUinse 14 kann eine Blende 16 ange- 
ordnet sein, durch die ein Teil des von den Halbleiterlicht- 
queUen 10 ausgesandten Lichts abgeschirmt und dadurch 
eine HeUdunkelgrenze des aus der Beleuchtungseinrichtung 
austretenden Lichtbundels erzeugt wird. Die Blende 16 ist 
im wesentUchen unterhalb einer optischen Achse 18 der Be- 
leuchtungseinrichtung angeordnet und durch die Lage und 
Form der Oberkante 17 der Blende 16, die durch die Sarn- 
melUnse 14 hohen- und seitenverkehrt abgebildet wird, wird 
die Lage und die Form der HeUdunkelgrenze des aus der Be- 
leuchtungseinrichtung austretenden Lichtbundels bestimmt. 

Bei der Verwendung der Beleuchtungseinrichtung nur als 
Scheinwerfer werden vorzugsweise HalbleiterUchtqueUen 
10 verwendet, die aUe zumindest annahernd weiBes Licht 
aussenden. In Fig. 2 ist die Matrix der HalbleiterUchtqueUen 
10 gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. 
Auf der Matrix sind bestimmte Teilbereiche definiert, in de- 
nen Teilmengen der HalbleiterUchtqueUen 10 angeordnet 
sind, wobei die in den unterschiedlichen Teilbereichen ange- 
ordneten HalbleiterlichtqueUen 10 jeweils unabhangig von 
den in den ubrigen Teilbereichen angeordneten Halbleiter- 
UchtqueUen 10 betreibbar sind. Es kann vorgesehen sein 
daB die HalbleiterUchtqueUen 10 jeweils eines Teilbereichs 
oder zumindest eines in einem Teilbereich weiter unterteil- 
ten Bereichs gemeinsam kontaktiert sind, so daB diese fur 
deren Betrieb nicht aUe einzeln angesteuert werden mussen 
Auf der Matrix ist ein erster Teilbereich 22 mit einer Teil- 
menge der HalbleiterUchtqueUen 10 definiert, der ausge- 
hend von einem oberen Rand der Matrix nach unten reicht 
und etwa symmetrisch beiderseits einer vertikalen Mittel- 
ebene 19 der Matrix angeordnet ist. In horizontal Richtung 
reicht der Teilbereich 22 nicht ganz bis zu den seitUchen 
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Randern der Matrix. Der untere Rand des Teilbereichs 22 
kann beispielsweise die Form der Helldunkelgrenze aufwei- 
sen, die das aus der Beleuchtungseinrichtung austretende 
Lichtbiindel aufweisen soli. In diesem Fall kann die Blende 
18 entfallen. Der untere Rand des Teilbereichs 22 kann auch 
eine beliebige andere Form aufweisen, wenn die Blende 18 
zur Erzeugung der Helldunkelgrenze vorgesehen ist. Wenn 
die Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 22 betrieben 
werden, so wird durch das von diesen ausgesandte Licht ein 
asymmetrisches Abblendlichtbiindel erzeugt, das aus der 
Beleuchtungseinrichtung austritt. 

In Fig. 4 ist ein mit Abstand vor der Beleuchtungseinrich- 
tung angeordneter MeBschirm 80 dargestellt, der eine Pro- 
jektion einer vor der Beleuchtungseinrichtung liegenden 
Fahrbahn reprasentiert, die entsprechend beleuchtet wiirde. 
Der MeBschirm 80 weist eine mit VV bezeichnete vertikale 
Mittelebene und eine mit HH bezeichnete horizontale Mit- 
telebene auf, die sich in einem Punkt HV schneiden. Durch 
das von den Halbleiterlichtquellen 10 ausgesandte und aus 
der Beleuchtungseinrichtung austretende Licht wird der 
MeBschirm 80 in einem Bereich 82 beleuchtet, der nach 
oben durch eine asymmetrische Helldunkelgrenze 83, 84 be- 
grenzt ist. Die Helldunkelgrenze weist beispielsweise auf 
der Gegenverkehrsseite, das ist bei Rechtsverkehr die linke 
Seite des MeBschirms 80, einen horizontalen Abschnitt 83 
und auf der eigenen Verkehrsseite, das ist bei Rechtsverkehr 
die rechte Seite des MeBschirms 80, einen ausgehend vom 
Abschnitt 83 ansteigenden Abschnitt 84 auf. 

Auf der Matrix kann auBerdem ein zweiter Teilbereich 24 
mit einer Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert 
sein, der gegeniiber dem Teilbereich 22 eine geringere 
GroBe aufweist. Der Teilbereich 24 ist etwa im Zentrum der 
Matrix angeordnet und reicht nach oben nicht bis zum Rand 
der Matrix und reicht nach unten weiter als der Teilbereich 
22. Wenn die Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 24 
betrieben werden, so wird durch das von diesen ausgesandte 
Licht ein konzentriertes Lichtbiindel erzeugt, das aus der 
Beleuchtungseinrichtung austritt. Durch das konzentrierte 
Lichtbiindel wird ein Bereich 86 des MeBschirms 80 be- 
leuchtet, der gegeniiber dem Bereich 82 eine geringere Aus- 
dehnung aufweist und der teilweise iiber die Helldunkel- 
grenze 83, 84 des Bereichs 82 hinausreicht. Durch das kon- 
zentrierte Lichtbiindel wird vor allem der Fembereich vor 
dem Fahrzeug beleuchtet. Die Halbleiterlichtquellen 10 des 
Teilbereichs 24 konnen beispielsweise zur Erzeugung eines 
Fernlichtbiindels oder zur Verbesserung der Beleuchtung 
des Fernbereichs vor dem Fahrzeug bei hoher Geschwindig- 
keit betrieben werden. 

Auf der Matrix kann auBerdem ein dritter Teilbereich 26 
mit einer Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert 
sein, der gegeniiber dem Teilbereich 22 eine geringere Er- 
streckung in vertikaler Richtung jedoch eine groBere Er- 
streckung in horizontaler Richtung aufweist. Der Teilbe- 
reich 26 kann sich uber die gesamte Breite der Matrix er- 
strecken. Der Teilbereich 26 erstreckt sich vom oberen Rand 
der Matrix nach unten und endet jedoch mit Abstand vor 
dem unteren Rand des Teilbereichs 22. Der untere Rand des 
Teilbereichs 26 kann etwa horizontal verlaufen. Wenn die 
Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 26 betrieben wer- 
den, so wird durch das von diesen ausgesandte Licht ein ho- 
rizontal gestreutes Lichtbiindel erzeugt, das aus der Be- 
leuchtungseinrichtung austritt. Durch das horizontal ge- 
streute Lichtbiindel wird ein Bereich 88 des MeBschirms 80 
beleuchtet, der gegeniiber dem Bereich 82 eine groBere Aus- 
dehnung in horizontaler Richtung, jedoch eine geringere 
Ausdehnung in vertikaler Richtung aufweist. Der Bereich 
88 ist nach oben durch eine etwa horizontale Helldunkel- 
grenze 89 begrenzt, die unterhalb der Helldunkelgrenze 83, 



84 des Bereichs 82 verlauft. Die Halbleiterlichtquellen 10 
des Teilbereichs 26 konnen beispielsweise bei geringer 
Sichtweite wie bei Nebel oder bei geringer Geschwindigkeit 
betrieben werden. 

5 Auf der Matrix konnen auBerdem vierte Teilbereiche 28 
mit einer Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert 
sein, die nahe den seitlichen Randern der Matrix angeordnet 
sind. Die vierten Teilbereiche 28 weisen eine wesentlich ge- 
ringere Erstreckung in horizontaler Richtung auf als der er- 

10 ste Teilbereich 22 und eine Erstreckung in vertikaler Rich- 
tung, die etwa gleich groB ist wie die des Teilbereichs 22. 
Die vierten Teilbereiche 28 erstrecken sich zwischen dem 
ersten Teilbereich 22 und den seitlichen Randem der Matrix. 
Wenn die Halbleiterlichtquellen 10 eines der vierten Teilbe- 

15 reiche 28 betrieben werden, so wird durch das von diesen 
ausgesandte Licht ein einseitig gerichtetes Lichtbiindel er- 
zeugt, das aus der Beleuchtungseinrichtung austritt. Durch 
das von den Halbleiterlichtquellen 10 des in Lichtaustritts- 
richtung gesehen linken vierten Teilbereichs 28 wird ein Be- 

20 reich 90 auf dem MeBschirm 80 beleuchtet, der rechts des 
Bereichs 82 angeordnet ist. Durch das von den Halbleiter- 
lichtquellen 10 des in Lichtaustrittsrichtung gesehen rechten 
vierten Teilbereichs 28 wird ein Bereich 91 auf dem MeB- 
schirm 80 beleuchtet, der links des Bereichs 82 angeordnet 

25 ist. Die Halbleiterlichtquellen 10 eines der vierten Teilberei- 
che 28 werden vorzugsweise betrieben, wenn das Fahrzeug 
eine Kurve durchfahrt oder bei einem Abbiegevorgang, wo- 
bei jeweils die Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 28 
betrieben werden, durch deren ausgesandtes Licht eine Be- 

30 leuchtung in der eingeschlagenen Fahrtrichtung erfolgt. Es 
kann auch vorgesehen sein, daB die Halbleiterlichtquellen 
10 beider vierten Teilbereiche 28 betrieben werden, was bei- 
spielsweise bei geringer Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
vorteilhaft sein kann, um eine Beleuchtung vor dem Fahr- 

35 zeug iiber eine groBe Breite sicherzustellen. 

Zwischen den vorstehend erlauterten unterschiedlichen 
Lichtfunklionen kann durch Betrieb der Halbleiterlichtquel- 
len 10 des entsprechenden Teilbereichs 22, 24, 26 oder 28 
auf einfache Weise umgeschaltet werden. Eine solche Um- 

40 schaltung kann manuell vom Fahrzeug lenker bewirkt wer- 
den oder automatisch durch eine Steuereinrichtung abhan- 
gig von Betriebsparametern des Fahrzeugs, wie beispiels- 
weise der Geschwindigkeit und/oder dem Lenkradein- 
schlag, und/oder abhangig von anderen Parametern wie bei- 

45 spiels weise der Witterung und/oder Sensorsystemen wie 
beispielsweise zum Erkennen von Gegenverkehr, bewirkt 
werden. Dabei kann die Umschaltung vom Betrieb der 
Halbleiterlichtquellen 10 eines Teilbereichs 22, 24, 26, 28 
auf den Betrieb der Halbleiterlichtquellen eines anderen 

50 Teilbereichs mit kontiuierlichem oder abruptem Ubergang 
erfolgen. 

Bei einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Beleuch- 
tungseinrichtung, das in Fig. 3 dargestellt ist, sind auf der 
Matrix Teilbereiche mit Teilmengen von Halbleiterlicht- 

55 quellen 10 definiert, wobei die Halbleiterlichtquellen 10 der 
unterschiedlichen Teilbereiche Licht unterschiedlicher 
Farbe aussenden, jedoch die Lichtfarbe der Halbleiterlicht- 
quellen 10 eines Teilbereichs einheitlich ist. Es kann bei- 
spielsweise vorgesehen sein, daB in einem Teilbereich 30 

60 der Matrix Halbleiterlichtquellen 10 angeordnet sind, die 
zumindest annahernd weiBes Licht aussenden. Der Teilbe- 
reich 30 kann den groBten Teil der Matrix einnehmen. In ei- 
nem Teilbereich 32 sind Halbleiterlichtquellen 10 angeord- 
net, die farbiges Licht, beispielsweise zumindest annahernd 

65 orangefarbenes Licht aussenden. Die Beleuchtungseinrich- 
tung kann in diesem Fall bei Betrieb der Halbleiterlichtquel- 
len 10 des Teilbereichs 30 als Scheinwerfer verwendet wer- 
den und bei Betrieb der Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbe- 
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reichs 32 beispielswcise als Blinkleuchtc. 

Als Halbleiterlichtquellen 10 konnen Leuchtdioden ver- 
wendet werden, die bei einem StromfluB sichtbare Strahlung 
aussenden. AuBcrdein konnen auch Laserdiodcn vcrwcndet 
werden, die die unmittelbare Umwandlung elektrischer 5 
Energie in Laserlicht ermoglichen. Es kann vorgesehen sein, 
daB eine Halbleiterlichtquellen 10 jeweils nur einen Chip 
zur Lichterzeugung aufweist, der Licht einer bestimmten 
Faroe aussendet. Alternativ kann auch vorgesehen sein, daB 
eine Halbleiterlichtquelle 10 mehrere, beispielsweise drei 10 
Chips aufweist, die Licht unterschiedlicher Farbe aussen- 
den, wobei bei der Halbleiterlichtquelle 10 eine Mischung 
der Farben erfolgt, so daB diese beispielsweise insgesamt 
zumindest annahernd weiBes Licht aussendet, Es kann vor- 
gesehen sein, daB jeweils ein Chip rotes Licht, ein Chip gru- 15 
nes Licht und ein Chip blaues Licht aussendet. In Fig. 5 ist 
eine Halbleiterlichtquelle 10 gemaB einer ersten Ausfuh- 
rungsform dargestellt, wobei ein oder mehrere Chips 40 vor- 
gesehen sind. Die Chips 40 sind von einem Reflektor 42 um- 
geben, durch den vom Chip 40 ausgesandtes Licht reflektiert 20 
wird. Im Strahlengang des von den Chips 40 ausgesandten 
und vom Reflektor 42 reflektierten Lichts ist ein optisches 
Element 43 in Form einer Linse mit spharischer oder aspha- 
rischer Krummung angeordnet. Durch die Linse 43 wird von 
den Chips 40 ausgesandtes und vom Reflektor 42 reflektier- 25 
tes Licht gesammelt und zumindest annahernd parallel ge- 
richtet. Durch die Linse 43 kann auBerdem eine Mischung 
der Farben des von den Chips 40 ausgesandten Lichts erfol- 
gen, so daB insgesamt von der Halbleiterlichtquelle 10 zu- 
mindest annahernd weiBes Licht ausgesandt wird. Die Linse 30 
43 kann beispielweise aus Kunststoff bestehen und an einer 
die Chips 40 und den Reflektor 42 umschlieBenden Umhul- 
lung ausgebildet sein. In Fig. 6 ist eine Halbleiterlichtquelle 
10 gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform dargestellt, wo- 
bei wiederum einer oder mehrere Chips 44 zur Lichterzeu- 35 
gung vorgesehen sind. Die Chips 44 sind von einer Umhiil- 
lung 45 umgeben, die auf der Ruckseite der Halbleiterlicht- 
quelle 10 an ihrer Innenseite totalreflektierend ausgebildet 
ist, so daB durch diese von den Chips 44 ausgesandtes Licht 
reflektiert wird, das durch eine oder mehrere an der Vorder- 40 
seite der Halbleiterlichtquelle 10 ausgebildete Linsen 46 
hindurchtritt und dabei gesammelt wird. In Fig. 7 ist eine 
Halbleiterlichtquelle 10 gemaB einer dritten Ausfuhrungs- 
form dargestellt, wobei wiederum einer oder mehrere Chips 
48 vorgesehen sind, die von einem Reflektor 49 umgeben 45 
sind, durch den von den Chips 48 ausgesandtes Licht reflek- 
tiert wird. Im Strahlengang des von den Chips 48 ausge- 
sandten und vom Reflektor 49 reflektierten Lichts ist ein op- 
tisches Element 50 angeordnet, das wenigstens eine beu- 
gungsoptische Struktur aufweist, durch die hindurchtreten- 50 
des Licht abgelenkt wird. Vorzugsweise weist das optische 
Element 50 entsprechend der Anzahl und der Lichtfarbe der 
Chips 48 drei beugungsoptische Strukturen auf, die in einer 
Schicht oder in unterscheidlichen Schichten des Elements 
50 ausgebildet sind. Dabei ist jede Struktur auf eine Licht- 55 
farbe abgestimmt, so daB Licht dieser Lichtfarbe in definier- 
ter Weise durch die Struktur abgelenkt wird. Die beugungs- 
optische Struktur des optischen Elements 50 ist beispiels- 
weise als Beugungsgitter ausgebildet und kann beispiels- 
weise als holografisches Interferenzmuster mittels eines 60 
photografischen oder photolithografischen Prozesses aufge- 
bracht werden. 

Patentanspriiche 

65 

1. Beleuchtungseinrichtung fur Fahrzeuge mit einer 
Vielzahl von in einer Matrix verteilt angeordneten 
Halbleiterlichtquellen (10) und mit wenigstens einem 
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optisch wirksamen Element (14) irn Strahlengang des 
von den Halbleiterlichtquellen (10) ausgesandten 
Lichts, dadurch gckennzcichnct, daB in unterschiedli- 
chen defmierten Teilbereichen (22, 24, 26, 28; 30, 32) 
der Matrix angeordnete Teilmengen der Halbleiter- 
lichtquellen (10) unabhangig voneinander betreibbar 
sind. 

2. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das wenigstens eine optisch wirk- 
same Element (14) eine Sammellinse ist. 

3. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB durch in unterschiedli- 
chen definierten Teilbereichen (30, 32) angeordnete 
Teilmengen der Halbleiterlichtquellen (10) Licht unter- 
schiedlicher Farbe ausgesandt wird und daB die Teil- 
mengen der Halbleiterlichtquellen (10) zur Erzielung 
einer bestimmten Farbe des aus der Beleuchtungsein- 
richtung austretenden Lichtbiindels betreibbar sind. 

4. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der 
Matrix ein Teilbereich (22) definiert ist, durch dessen 
Halbleiterlichtquellen (10) ein asymmetrischen Ab- 
blendlichtbtindels erzeugt wird. 

5. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der 
Matrix ein Teilbereich (24) definiert ist, durch dessen 
Halbleiterlichtquellen (10) ein konzentriertes Licht- 
biindel erzeugt wird. 

6. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der 
Matrix ein Teilbereich (26) definiert ist, durch dessen 
Halbleiterlichtquellen (10) ein horizontal gestreutes 
Lichtbiindel erzeugt wird. 

7. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der 
Matrix wenigstens ein Teilbereich (28) definiert ist, 
durch dessen Halbleiterlichtquellen (10) einseitig nach 
rechts oder nach links gerichtetes Lichtbiindel erzeugt 
wird. 

8. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Halb- 
leiterlichtquellen (10) der Matrix iiber eine konkav ge- 
kriimmte Flache verteilt angeordnet sind. 

9. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 
den Halbleiterlichtquellen (10) und dem wenigstens ei- 
nen optisch wirksamen Element (14) eine Blende (16) 
angeordnet ist, durch die eine Helldunkelgrenze des 
aus der Beleuchtungseinrichtung austretenden Licht- 
biindels erzeugt wird. 

10. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorste- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Umschaltung vom Betrieb von Teilmengen der Halb- 
leiterlichtquellen (10) eines Teilbereichs (22, 24, 26, 
28) auf den Betrieb von Teilmengen der Halbleiter- 
lichtquellen (10) eines anderen Teilbereichs (22, 24, 
26, 28) mit kontinuierlichem tjbergang erfolgt. 
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